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AN6022 对赛普拉斯的 nvSRAM 和 BBSRAM 所具有的特性、功能和优点进行了比较。 

 

简介 

随着无铅技术在全球的推广，nvSRAM 成为 NV RAM 的普

遍选择。本应用笔记介绍了 nvSRAM 与电池供电 SRAM

（BBSRAM）相比所具有的优点。该笔记还对赛普拉斯的

nvSRAM 和其他制造商的 BBSRAM 技术在性能、功能和优

点方面进行了比较。 

BBSRAM 是什么？ 

BBSRAM，又称 BatRAM，它是嵌入式单封装中多个芯片

和电池元件的组合。电池可以集成在封装中，同集成在塑料

DIPS 中相似。还可以将该电池安装在封装顶层上，然后机

械地添加一个类似于 SOIC 中使用的上盖。按照访问其他

SRAM 的方式访问 BBSRAM。当供电电压（VCC）低于指

定电压电平时，内部电池将被打开以维持存储器中的内容，

直到 VCC返回到有效条件为止。 

nvSRAM 是什么？ 

赛普拉斯 nvSRAM 是一种快速静态 RAM（SRAM），且每

个存储器单元中都包含非易失性单元。采用 SONOS 技

术，可以将嵌入式非易失性单元制造成世界上最可靠的非易

失性存储器。SRAM 能够实现无限次的读写周期，同时独

立的非易失性数据则被存储在高度可靠的 SONOS 单元

内。断电时，通过使用 VCAP 引脚上连接的小型电容上保

存的电荷，将数据从 SRAM 中自动转移到非易失性单元中

（自动存储操作）。加电时，数据会从非易失性存储器单元

重新存储到 SRAM 内（加电回读操作）。“存储”和“回

读”操作也可以在软件控制下执行。 

nvSRAM 的优点 

同一个多组件的解决方案相比，nvSRAM 是一个单片解决

方案，它带有一个小型的外部电容。因此，与 BBSRAM 解

决方案相比，它的优点更多。 

 

表 1. nvSRAM 的优点 

nvSRAM 的优点 说明 

低成本 单片解决方案的制造成本低于多组件的解决方案成本。如果使用 nvSRAM，便不再需要电池，从而可以降低成本。 

高可靠性 电池的寿命是有限的。此外，对于外部电池封装，腐蚀和卡子移位（外部硬件，用于保持电池的位置）会降低其可靠性。 

更小的电路板空间和

厚度 

BBSRAM 明显比 nvSRAM 厚且大，因为电池会被放置在封装内或附加到封装中。 

提高生产能力 nvSRAM 能够提高生产能力，因为不需要监视电池余量，并且无需关心电池的保质期。 

符合 RoHS 标准 不带电池的 nvSRAM 符合 RoHS 标准，而 BBSRAM 则不符合。 

更高性能 BBSRAM 的访问时间为 70 ns ~ 100 ns。nvSRAM 的访问时间被指定为 20 ns ~ 45 ns。 
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BBSRAM 内部 

一个 BBSRAM 包括三个主要组件：标准的 SRAM、电压传

感器和开关芯片，以及锂电池。每个 BBSRAM 模块都具有

一个自带的锂电池和控制电路（用于监控 VCC，以免发生

超出容差范围）。如果发生这种情况，锂电池会自动打开，

并且写保护功能会被无条件使能，以避免破坏数据。可执行

的写周期次数不受限制，并且不需要支持微处理器接口的其

他电路。图 1 显示的是 BBSRAM 的框图。  

图 1. BBSRAM 框图 

 

nvSRAM 内部 

nvSRAM 技术就是将 SRAM 和 EEPROM 技术结合在同一

个芯片上。每一个 SRAM 单元都包含一个非易失性

EEPROM 元件。在 SRAM 模式下，存储器作为普通的静态

RAM 使用，其操作速率则为 SRAM 速度。在非易失性模式

下，SRAM 数据将从 EEPROM 并行传输/回读或并行传输/

回读到 EEPROM 内。使用 SONOS（硅-氧化硅-氮化硅-氧

化硅-硅）技术生产 EEPROM 可以提供高产量，并且与浮

栅加工技术相比，它需要的掩膜更少。SONOS 技术其他主

要优点表现在：完善的设计和生产过程，带有 CMOS 微逻

辑的良好可积分性，并且低功耗。用户数据的写入次数不受

限制，因为将这些数据写入到标准 SRAM 内。在产品的使

用寿命期间，可以将 EEPROM 的存储周期次数修改为 100

多万次。传输数据时，不需要任何电池。当将数据从

SRAM 传输到 EEPROM 内所需的电源由外部电容提供时，

在断电期间，将自动进行数据传输。nvSRAM 还与时钟逻

辑配合使用，用于创建非易失性 RTC 组件。图 2 显示的是

nvSRAM 的框图。 

 

 

 

 

图 2. nvSRAM 框图 

 

nvSRAM 与存储器控制器的典型连接 

从功能角度来讲，在正常工作条件下，nvSRAM 的读/写操

作与独立 SRAM 完全相同。使用并行 I/O 结构，用户可以

方便地存储数据或从地址位设置所定义的存储器位置上提取

数据。子序列存储器周期可以位于这个位置或其他位置上，

发生的顺序是任意的，写周期次数不受限制，并且不需要任

何额外的支持微处理器接口的电路。 

图 3. 典型的 nvSRAM 连接 

 

当 VCC 下降到低于阈值（VSWITCH ）时，赛普拉斯的

nvSRAM 会进入自动存储模式，并且通过将 DQ 总线上拉

到高阻抗状态并忽略在该器件的地址和控制线上所发生的所

有转换，禁止器件上发生的所有读/写操作。 
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技术特性曲线比较 

除商业利益外，与 nvBBSRAM 相比，SRAM 还有很多技术

优势。具体包括： 

 数据保留时间和产品使用寿命 — 数据保留时间指的是

数据存储环境开始恶化前数据可以存储多久。产品使用

寿命指的是生产某个器件后该器件可以运行多久。 

 性能 

 加电时器件的功能 — 从功能角度来讲，nvSRAM 和

BBSRAM 对加电要求比较相同： 

 nvSRAM 将 EEPROM 中的数据自动传输到 SRAM

内 

 BBSRAM 从锂电源自动切换到 VCC电源 

 电路板空间 

 

表 2. BBSRAM 与 nvSRAM 间的技术比较 

BBSRAM nvSRAM 

数据保留时间和产品使用寿命 

 电池电量耗尽（在商业系统中通常为 4 到 7 年）后，

BBSRAM 不再作为非易失性存储器操作。  

 下面两个主要因素会降低电池使用寿命：  

 存储器电路的漏电流 — 该因素取决于存储器对电流

的要求，它还决定了电池在室温条件下的使用寿命。 

 电解液蒸发 — 在温度为 70 °C 的条件下，蒸发速率

便是电池与存储器断开导致其使用寿命缩短的速率。

通常在温度为 85 °C 的条件下，即使从未给器件充

电，电池的使用寿命也不能超过两年。  

 在低温条件下，电池维持的电流能力也会下降。  

 在温度为–40 °C 的条件下，大致相同的机制会使汽车电

池的化学成分在低温条件下无效，从而导致电池的供电

能力降低 20%。 

 不受控制的断电序列会对电池的使用寿命造成不利影

响。特别是断电时的警报导致的 VCC下冲会耗尽电池电

量。另外，如果断电器件 CE  不能维持高电平状态，那

么可能会发生意外的读/写操作。这些周期对全电流的要

求会降低电池的使用寿命。 

 nvSRAM 保证 20 年的数据保留时间和一百万次的存储操

作。  

 nvSRAM 中的非易失性存储器单元便是一个 EEPROM

单元。该单元包括在导体和硅表面间放置的氮化物绝缘

体和薄氧化物绝缘体。编程电荷存储在氮化物绝缘体

内。各个导体间的电场会控制氮化物绝缘体内电荷的注

入。  

 绝缘体保持电荷的能力决定了数据的保留时间。当存储

单元被循环或温度增高时，绝缘体会使更多电荷被泄

漏。器件的保存温度和执行存储操作的次数决定了

nvSRAM 中数据的保留时间。  

 使用温度加速因素检测赛普拉斯所有 nvSRAM 器件，从

而保证这些器件在最高温度下维持操作时符合最终指定

存储周期内的全部保留规格。 

性能 

 有电池供电的器件必须要优化待机功耗，以便最大化数

据保留时间并减少访问时间。  

 4 Mb 大小的 BBRAM 的最快访问时间为 70 ns 到 100 

ns。 

 某个 nvSRAM 中的 SRAM 部分与使用工业标准 6T 单元

中的标准 SRAM 完全相同。因此，其性能规范同标准的

SRAM 相同，电流访问时间为 20 ns 到 45 ns。 

加电时器件的功能 

 芯片使能（ CE  ），加电后，它至少要保持 125 ms 时

长的高电平状态。 CE  为高电平期间，不能对芯片进行

读/写操作。 

 加电期间，对 CE  没有任何特殊要求。加电期间 VCC达

到 VSWITCH后，数据可用时间为 20 ms。 

断电时的器件功能 

 在 150 µs 时间内，VCC必须从 3.0 V（取决于器件）降低  当 nvSRAM 识别出 VCC下降到低于阈值电压 VSWITCH
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BBSRAM nvSRAM 

到 0 V。系统要求符合该规范的电源转换速率。 时，它会将 SRAM 中的内容自动传输到 EEPROM 内。 

电路板空间 

 系统实现电池必须使用电路板空间（高度或宽度）来放

置电池  

 典型的封装范围为 9 mm × 15 mm 到 

18.5 mm × 43 mm。  

 BBSRAM 制造商最近还介绍了一款更小的表面贴装封

装，但这些封装都需要一个额外装置用于插入电池。事

实证明，该机械和电气接口会影响到对 PPM 要求极低的

制造商。 

 赛普拉斯的 nvSRAM 适用于 SOIC、SSOP、FBGA 和

TSOP 型 II 等封装，这些封装允许将 nvSRAM 替换为

BBSRAM 而不会增加电路板空间。图 4 显示对封装进行

比较后电路板空间节省了 67%。 

 

图 4. 赛普拉斯的 nvSRAM 与 BBSRAM 的电路板空间比较

 

 

总结 

在数据保留时间、访问时间和封装大小等方面，与

BBSRAM 器件相比，nvSRAM 具有明显的优势。对于要求

几乎为无限次的耐久性、长期保留数据和高速访问存储在存

储器中的数据等问题的系统，nvSRAM 是最佳的选择。 
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全球销售和设计支持 

赛普拉斯公司拥有一个由办事处、解决方案中心、厂商代表和经销商组成的全球性网络。如果想要查找离您最近的办事处，请访

问赛普拉斯所在地。 

 

产品 

汽车级 cypress.com/go/automotive 

时钟与缓冲器 cypress.com/go/clocks 

接口 cypress.com/go/interface 

照明和电源控制 cypress.com/go/powerpsoc 
cypress.com/go/plc 

存储器  cypress.com/go/memory 

光学导航传感器 cypress.com/go/ons 

PSoC cypress.com/go/psoc 

触摸感应 cypress.com/go/touch 

USB 控制器 cypress.com/go/usb 

无线/射频 cypress.com/go/wireless 

 

PSoC®解决方案 

psoc.cypress.com/solutions  

PSoC 1 | PSoC 3 | PSoC 4 | PSoC 5LP 

赛普拉斯开发者社区 

社区 | 论坛| 博客 | 视频 | 培训  

技术支持 

cypress.com/go/support 
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